

















































性質に つ い て述 べ て い る｡ そ の 結果, 電気光学定数γC は1. 9 × 10~1 1c m/vと求ま っ て い る｡
第 6章では , ア ン チ モ ン ー硫黄非晶質半導体の 光吸収と フ ォ ト ル ミネ ッ セ ン ス に つ い て測定を行を い ,
光学的性質に つ い て述 べ て い る ｡ そ の結果･ ア ン チ モ シー硫黄非晶質薄膜に可逆的を光メ モ リ ー 現象が
存在する事が明らかとを っ て い る ｡
第 7童では , LiN b O, に生じる光損傷及び非晶質半導体薄膜に 生じる光メ モ リ ー 現象を用 い て光メ モ
リ ー 素子と する場合の 問題点を どに つ い て述 べ て い る｡
第8章では , 得られた結果を総括 し本論文の結論を述 べ て い る ｡
論 文 の 審 査 結 果 の 要 旨
近年レ ー ザ応用の発展 にともを っ て レ ー ザ 光 に よる光変調, 偏向用等 にもち い る強誘電体材料の 光
損傷が問題となる 一 方, こ れを応用したホ ロ グラ ムが試作されて い る｡ し か し こ の 光損傷の基礎機構 に
つ い て は定説がなく不明の 点が多 い ｡ 本論文は主と して LiN b O,単結晶に レ ー ザ光を照射 した とき の
光損傷の機構を吸収ス ペ ク ト ル , 光 ル ミネ ッ セ ン ス , 光電流, 光ホ ー ル 効果, 熱刺激 ル ミネ ッ セ ン ス
等 の 手段に よ っ て実験的に調 べ , そ れ に物性論的考察を加えて い る｡ た とえば, 光電流と光強度 ･ 電
圧 の 関係から光損傷の 機構が Nb と不純物 鉄イ オ ン の距離の 非対称性 による光起電力にあるこ とを明
らか にし, 実験結果と理論解析の よ い 一 致を得て い る｡ さ ら には じめ て LiN b O3中 の電子の ホ ー ル 移
動度を求め , 光学 フ ォ ノ ン に よる散乱が主に き い て い る こ とを示して い る｡ ま た還元さ れた LiN b O3
の 熟刺激 ル ミネ ッ セ ン ス からトラ ッ プ準位を決定して い る｡ 外部 から電界を光起電力方向と反対に加
える こと に よ っ て, 光損傷が防げるこ とを発見して い る｡ こ れら の成果は単に 強誘電体の 電子物性工
学上興味ある新知見を与えて い る の みをらず, レ ー ザ応用工 学上貢献する所が大き い ｡ よ っ て本論文
は博士論文と して価値あるもの と認める｡
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